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В 2018 году перовскитными солнечными элементами (ПСЭ) на основе гибридных йодоплюмбатов со структурой перовскита ABX3, где A = CH3NH3+(далее МА), CH(NH2)2+ (далее FA), Cs+; B = Pb2+; X = Br-, I-) был достигнут рекордный КПД 23.7%, что превышает КПД поликристаллических кремниевых батарей, доступных на рынке. Но эксплуатационная стабильность ПСЭ сильно ограничена неустойчивостью гибридных йодоплюмбатов к условиям эксплуатации: влага, повышенные температуры, интенсивное облучение светом. Воздействие видимого света на данные материалы является наименее исследованным аспектом в области перовскитной фотовольтаики.
Анализ воздействия излучения на гибридные йодоплюмбаты проводился методом спектроскопии комбинационного рассеяния (КР), где в качестве возбуждающего источника используются лазеры в ближнем ИК- и видимом диапазонах. Было выявлено, что при использовании лазера с длиной волны 1064 нм спектр статичный, в то время как при энергии превышающей ширину запрещенной зоны (т.е. λ<780-810 nm, использовались лазеры с λ=633нм, 514 нм) происходит разложение материала, что говорит о фотохимической природе данного процесса. Анализ КР спектров показал, что при фоторазложении образуются полийодиды метиламмония или формамидиния. Данный процесс обусловлен фотохимической генерацией молекулярного йода (I-+h.=1/2I2), который в дальнейшем может реагировать с перовскитом согласно реакции:
APbI3 + I2 → AI3+ PbI2, где А = MA+ или FA+.
Концентрацию I2 в ходе фоторазложения можно оценить с помощью экстракции в гептан, что можно осуществить при облучении гибридного иодоплюмбата в среде данного растворителя. В данном эксперименте были использованы светодиоды с удельной мощностью ~200 мВт/см2 (λ=520 нм и 660 нм). В случае λ=520 нм наблюдается увеличение скорости выделения йода, что предположительно связано с разложением PbI2 (PbI2->Pb+1/2I​2, λ<540nm), тогда как на λ=660 нм разлагается только иодоплюмбат.
Изучение изменения оптических свойств при облучении материалов менее мощным излучением (λ=365 нм, W~30 мВт/см2) проводилось методом люминесцентной спектроскопии. Непрерывное облучение приводит к тушению люминесценции вплоть до полного исчезновения сигнала и образованию PbI2, что связано с образованием и накоплением дефектов, но при циклическом облучении (период облучения меньше периода выдерживания в темноте) наблюдается разгорание люминесценции, что обусловлено уменьшением центров безызлучательной рекомбинации в ходе залечивания дефектов. 
Таким образом, было проведено исследование процессов взаимодействия электромагнитного излучения в видимом диапазоне и в ближнем ИК при помощи КР спектроскопии, что позволило установить строго фотохимический характер деградации с образованием полииодидов, а так же было показано, что в случае облучения с мощность сравнимой с солнечным светом(~100 мВт/см2) может иметь место залечивание дефектов, которое вызвано миграцией ионов. В случае солнечного элементов ионная миграция может приводить к деградации материалов (металлических контактов (Au, Ag) при миграции иода) входящих в состав устройства, поэтому нельзя исключать разрушающее действие света при мощностях, сравнимыми с рабочими условиями солнечного элемента.
